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AVANT-PROPOS
Le présent amendement a été établi par le comité d'études 86 de la CEl: Fibres optiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86/124/FDIS 86/133/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.
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Ajouter, aprés le paragraphe 12.8, les nouveaux arti

13 Valeurs limite et caractéristique
a boitier TO

13.1 Type

Le dispositif laser a boitief base suivantes:

— diode laser;

Diode laser: | 5, Ih s, INATAs, InGaAsP, etc.

Photodiode de : GaAs, etc.
13.3 Structs

Diode laser: FabryRerot BH, MQW, etc.

13.4 Deétails d’encombrement et d’encapsulation

13.4.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement
13.4.2 Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre
13.4.3 Identification des bornes
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86/124/FDIS 86/133/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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13.1 Type
The TO can laser device corsists of th

— laser diode;

— monitor photodiode,

13.2 Semicond@

13.4 Details of outline and encapsulation

13.4.1 IEC and/or national reference number of the outline drawing
13.4.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other
13.4.3 Terminal identification
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13.5 Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures
de fonctionnement, sauf indication contraire

Réf. Caractéristiques Symbole Exigences Unité
Min. Max.
Conditions générales
5.1 Température de stockage TStg X X °C
5.2 Température de fonctionnement Tease X X °C
5.3 Température de brasage: (a un temps de Tad X °C
brasage spécifié et a une distance minimale
du boitier)
Diode laser
5.7 Tension inverse I’ X \

5.8 Courant direct 1 mA

F

5.9 Flux énergétique continu au niveau de l'acces @, < X mw
optique

5.10 Flux énergétique maximum pour une largeur a>ep X mw
d’impulsion et un rapport cyclique spécifiés

5.11 ESD — Tension (deux polarités) modéle Corps Veso < X \Y
Humain

Photodiode de contrdle \>
5.12 Tension inverse Vv X \%

m
5.13 | Courant direct o C> X mA
5.14 ESD — Tension (deux polarités) modéle C s Ve X \%
Humain

13.6 Caractéristiques eIe{\}J{ (ﬁp@%\

Réf. Caractélistiques\et con S mbole Exigences Unité
Min. Max.

6.1 Caract&éqs)?};g&stath s>>§\case = 25°c

6.1.1 lrhy X mA

6.1.2.1 @, X mw

ou

6.1.2.2 Ie X X mA

6.1.3 Ny X X W/A

6.1.4 Linéarité du flux énergétique entre @, et Ly X %
@, spécifié (le cas échéant)

6.1.5 Flux énergétique au niveau de l'accés a>(TH) X mwW
optique a I(TH) (le cas échéant)

6.1.6 Tension directe a @, ou /. spécifie Ve

6.1.7 Résistance différentielle au-dessus du seuil d X
(le cas échéant)

6.1.8 Résistance thermique boitier-jonction Rth(j_c) X KIW
(le cas échéant)
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13.5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

Ref. Characteristics Symbol Requirements Unit
Min. Max.
General conditions
5.1 Storage temperature Tstg X X °C
5.2 Operating temperature Tcase X X °C
5.3 Soldering temperature: (at specified soldering Tsiq X °C
time and minimum distance to case) /\
Laser diode <Q
5.7 Reverse voltage VR \Y
5.8 Forward current Ie X > mA
5.9 CW radiant output power at optical port . mW
5.10 Maximum radiant output power at specified Py < X mwW
pulse width and duty cycle
5.11 ESD - Voltage (both polarities) Human Body Es \/ X \
model
Monitor photodiode N <>
5.12 Reverse voltage ViR X \Y
5.13 Forward current = X mA
5.14 ESD - Voltage (both polarities) Human B ViEs X \Y,
model
N
13.6 Electrical aAopbc\/bi\Qte st|
Ref. ék\/a%t rigtics an co% Symbol Requirements Unit
&/\x«’\ Min. Max.
6.1 "Static" c{\arah&\wxs\tlc\g%\k/zé
6.1.1 lethy X X mA
6.1.2.1 ®e X X mw
or
6.1.2.2 | Forward current at @, Ie X mA
6.1.3 Differential efficiency at @, + A®, specified or Ng X W/A
at Iz + Al specified
6.1.4 Linearity of radiant output power between ®,q Ly X %
and @, specified (where appropriate)
6.1.5 Radiant output power at optical port at /ity P(1H) X mw
(where appropriate)
6.1.6 Forward voltage at @, or Iz specified Ve
6.1.7 Differential resistance above threshold Ry X
(where appropriate)
6.1.8 Thermal resistance junction-case Rin-c) X K/wW
(where appropriate)
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Réf. Caractéristiques et conditions Symbole Exigences Unité
Min. Max.
Photodiode de contréle
6.1.9 Courant d’obscurité inverse a @, =0 et a Vg lro X nA
spécifié
6.1.10 Courant en sortie de photodiode de contrdle I X X mA
a @, et V spécifiés
6.1.11 Linéarité du courant de la diode de contrble Lo X %
au flux énergétique provenant de l'acces
optique sur la gamme spécifiée, de I, a I,
oude @, a @,
6.1.12 Capacité a Vj et f spécifiées Ciot pF
6.2 Caractéristiques «dynamiques»
a T, =25°C A (\
Diode laser
6.2.1 Longueur d’onde centrale efficace du A X nm
spectre maximal a un flux énergétique @,
spécifié <
6.2.2 Largeur de spectre a valeur efficace a: AN fms) ) X nm
a) @, ou I spécifié (dans des conditions
en continu)
ou C>
b) @, moyen ou /. moyen et @{spéci ié,<
(dans des conditions de modutation
(le cas échéant)
6.2.3.1 Temps de croissance du flux énergétiq L X ps
entre 10 % et 90 % du flux énergétique\@,
ou /. et R spécifigs
6.2.3.2 t X ps
6.2.4.1 RIN X dB/Hz
6.3
6.3.1 L X mA
(TH)
6.3.2 r]d+ X X WI/A
6.3.3 trole a @, spécifié se Ext + X %
référant aN[,, = 25 °C
6.3.4 Longueur d’onde centrale efficace du at X X nm
spectre a @, spécifié
6.3.5 Linéarité du flux énergétique entre @, et L,* X %
@, spécifiés (le cas échéant)
6.3.6 Courant d’obscurité de la photodiode IR(D)+ X nA
du détecteur a Vi spécifié

NOTE - Les caractéristiques portant le signe «+» dans la colonne symbole indiquent que les valeurs minimale
et maximale des caractéristiques doivent étre adoptées sur toute la gamme de températures de fonctionnement.

13.7 Risque

Voir CEIl 60825.
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